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T. tUKASIEWICZ, J. ZMUA: Otrzymywanie monokrysztaléw z roztwordw soli stopionych (artykul prze-
gladowy)

Ne przyktadzie krysztatow o strukturze granatow omowiono metode krystalizacji z ro ztworéw soli stopio-
nych. Przedstawiono sposoby krystalizacji oraz zwigzane z nimi zagadnienia aparaturowe. Podano ele-
menty teorii wzrostu krysztatéw oraz omowiono charakterystyczne dla tej metody defekty w krysztatach.

M. KUSOWSK |, S. PELCZYNSKA, H. BLIZNIAK, H. MOGIELNICK |: Oczyszczanie bizmutu metodg desty-
lacji w wysokiej prézni

W pracy badano efekty oczyszczania bizmutu w procesie destylacji w wysokiej prozni. Jako materiat wyj-
Sciowy stosowano bizmut ,,czysty” lub bizmut o czystosci 99,99%. Procesy destylacji prowadzono
w prozni rzedu 107%i 1075Tr, przy temperaturze parowania w zakresie 850 1050°C i temperaturze kon-
densacji w zakresie 850--470'C.

Efektywnosé oczyszczania bizmutu oceniano na podstawie wynikow analiz metoda spektrometrii mas.
Okreslono zachowanie sig szeregu pierwiastkow w toku procesu destylacji bizmutu, a miedzy innymi
siarki.

B. tAZOWY: Badanie wplywu glebokiego trawienia chemicznego na jakos¢ powierzchni krzemu

Badania przeprowadzono na monokrystalicznych, cienkich, nie szlifowanych ptytkach krzemu. Do tra-
wienia uzywano mieszanin HNO; — HF — CH;COOH. Usuwano warstwe o grubosci 80-126m. Spraw-
dzano jakos¢ powierzchni ptytek, wielkos¢ btedu ptaskorownolegtosci oraz stopien zaokraglenia krawe-
dzi i rodzaj uszkodzen mechanicznych.
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T. NYKACEBWY, 10. XKMWRA:
lMorm/40HUE MOHOKDUCMANNOE U3 POCMEODPOE8 COMEbIX POCN NO808 (0630PHAA CMAMBA)

Ha Npumepe KPUCTANN0B CO CTPYKTYPOM FPEHATO® OTOBOPHBEETCA METOA KPHCTONNKIGWN M3 PACTBO
poB coneasx pacnnasos. MPeACTABNEHO BAPUAHTE METOAA KPUCTANNNIGUNN W NDUMBIISEMYIO K HUM
annapatypy. COO6La8TCA 3INOMEHTM TEOPHH POCTa KPUCTANNOB M3 PACTEBCPCSE CONGBMX PAchNasoa, a
Take® OrOBOPVBABTCA XBPAKTAPUCTHYSCKHE ANA ITOTO METOAa ABMDEOKTH B KpHCTaNNax.

M. KYCOBCKH, C. NINYbIHBCKA, X. BTN3bHAK, X. MOlENbHUWUKWK: Ovucmko aucsymao 8 npoyecce
8aKyyMHOU ducmunmyuu

B pabote uccnenosannce e @POKTE ONMCTKM BHCMYTE B NPOUECCE BAKYY MMO# ANCTHNNAUMNK. Mcxoa-
HilMA METAPHENAMM GaiNK YUCTHK BHCMYT M BUCMYT 99.9%. Mpoueccs amcTnnneunn NPpOBCANNMCH B Ba
xyyme nopaaxa 10~ °u 10~ % yoppa npn Temnapaty pax ucnapanmn a rpasmuax 850 — 1050 rpaaycos no
lenscnio n TemnepaTypax xoHAaHcaunn 8 rpannuax 850470 rpagycoe no Lanecwio.

3PDexTel ONHCTKN OUBHHNBANUCE NO Pe3yNyTBTaM aHANH3IA NPOBOAMMOTO HB CNAKTOMATDS MacC. Onpe-
AGNeHO NOABAGHWS PANA NPAMAECEN, M.N. CAPLI.

b. NA30BbI: Uccnedosarue 8nuAHUR 2iyH0KO20 XUMUYECKO20 MPABNIEHUA HO KAYEC/MEO Nnosepx-
HOCMU Kpemusa

NccneaoBaHo MOHOKPUCTaNNUYeckme, TOHKME, HewnudoBaHHbie NNUTKK kpemua. K Tpaenennio 6binu
ncnonsosakbl cmecy HNO,—HF-CH,COOH. Cnon tonuwmHbl 80-126 mm 6bin yaaneH. NposepaHo: kavec-
TBO NOBEPXHOCTH NAUTOK, BenuunHy own bk NNOCKONapannensHOCTH, CTENEHb 3aKPYrNEeHNA KPOMOK 1
XapakTep MexaHU4yeckMx NOBpeK AeHUNA.
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T. tUKASIEWICZ, J. ZMIJA: The crystals growth from melted saline solutions (a review article)

An outlined growth method and apparatus used in the method of melted saline solutions are given.
The basic mechanism of crystals growth and defects in these crystals, characteristic for the method, are
discussed.

M. KUSOWSK |, S. PELCZYNSKA, H. BLIZNIAK, H. MOGIELNICK I: Refining of bizmuth by distillating in
high vacuum

Refining effects of bizmuth were investigated in distillating processes in high vacuum. ,,Pure” bizmuth,
or bizmuth 4N, was used as an initial material.

Distillating processes were run in 1072 — 107°Tr vacuum, 850-1050°C evaporate temperatures and
850-470°C’ condensation temperatures.

Refining efficiency of bizmuth was estimated on the base results of mass analysis — spectrometry met-
hod.

The behaviour of several elements in the course of distillating process of bizmuth and sulphur was esti-
mated among other things.

B. tAZOWY: An investigation of the effect of deep chemical etching on the quality of silicon surface

Investigations on monocrystalic, thin, ungrinded, silicon plates were carried out. The mixtures of
HNO; — HF-CH;COOH were used to etching. A fitlm of 80-126::m thickness was removed. Quality of sur-
face of the plates, quantity of flat-parallelism error, a degree of edges rounding and a type of mechanical
failures were checked.
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